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Improvement of output power of 250 nm AlGaN UVC-LED by optimizing electron-blocking layer 
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【背景】250 nm帯の UVC-LEDは、殺菌や医療などの分野で開発が期待されている。しかし、
250 nmより短波の UVC-LEDでは、p-AlGaNのホール濃度の低下や、ヘテロバリアの低下が著
しいばかりでなく、TM モード発光割合も増加するため、電子注入効率(EIE)、光取り出し効率
(LEE)が急激に減少する。我々は、短波長 UVC-LEDの EIEを向上させるために、電子ブロック
層に多重量子障壁(MQB)を用いることが有効であることを以前報告した[1]。今回我々は、250nm
帯UVC-LEDに 2層電子ブロック層を導入し、そのバンドギャップを変化させて出力を改善した。 
【実験・結果】	 C面サファイア基板上に AlNテンプレートを作製し、その上にMOCVD法を
用いて、図 1左に示す様な 250 nm帯 AlGaN系 UVC-LEDを作製した。249nm発光 UVC-LED
における電流-出力（I-L）特性、及び得られた発光スペクトルを同図に示す。Mgドープ
p-AlGaN/AlGaN-2層MQB電子ブロック層とその上に積層した p-AlGaN層のバンドギャップを
変化させ出力の改善を試みた。まず、MQBのバリア層を Al0.94Ga0.06Nに固定し、MQBのバレイ
及び p-AlGaN層を 3通り変化させた場合Al組成には最適値があり、Al0.81Ga0.19Nを用いた場合、
一番出力が高くなることが分かった。また、その構造を用いて、MQBのバリア層に AlNを用い
てバリアを高くした場合、最高出力が得られ、電流 320mA時に 3mWの出力が得られた。今後
MQBの多層化と層厚の最適化により電子注入効率(EIE)はさらに向上すると考えられる。 

参考文献：[1] H. Hirayama, et al. Appl. Phys. Express, vol. 3, 031002 (2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.1 Schematic structure, current-output power (I-L) curve and emission spectrum of a 249 nm AlGaN 

UVC-LED fabricated on AlN/sapphire template. 
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